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Breve descripcion del trabajo:

El trabajo trata de resolver la electrostatica de un transistor de efecto campo, cuyo canal esta formado por dos monocapas
de grafeno artificialmente apiladas. Para ello, la alumna o el alumno tendra que aplicar la ley de Gauss a la estructura del
dispositivo para resolver la fisica del dispositivo y poder estudiar el comportamiento de la carga en el canal en funcion de
los potenciales aplicados al dispositivo.

Objetivos planteados:

- Estudio bibliogréfico de tecnologias 2D: grafeno y materiales relacionados
- Resolucién autoconsistente de sistemas de ecuaciones mediante Matlab

- Redaccidn de un texto cientifico y representacién de resultados

Metodologia:

- Revision bibliografica

- Definicion de la estructura del dispositivo

- Desarrollo del diagrama de bandas de energia de la estructura

- Resolucidn de la electrostatica

- Comparacion de resultados tedricos con medidas experimentales de la literatura
- Redaccion de la memoria
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